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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf
eine Halbleitervorrichtung.

STAND DER TECHNIK

[0002] Verschiedene Konfigurationen sind fiir eine
Halbleitervorrichtung, die ein Halbleiterelement ein-
schlielt, vorgeschlagen worden. Das Patentdoku-
ment 1 offenbart ein Beispiel fir eine herkdmmliche
Halbleitervorrichtung. Die in diesem Dokument offen-
barte Halbleitervorrichtung schlieft einen Anschluss,
ein Halbleiterelement und ein Versiegelungsharz ein.
Der Anschluss weist eine Vielzahl von Terminal-
Bereichen auf. Die Terminal-Bereiche sind in einer
Richtung senkrecht zur Dickenrichtung des
Anschlusses ausgerichtet. Das Versiegelungsharz
bedeckt einen Abschnitt des Anschlusses sowie
das Halbleiterelement. Das Versiegelungsharz weist
in Dickenrichtung betrachtet eine rechteckige Form
auf.

[0003] Bei der in Patentdokument 1 beschriebenen
Halbleitervorrichtung ist das Halbleiterelement per
Flip-Chip-Montage auf dem Anschluss montiert. Der
Anschluss weist eine vorderseitige Oberflache auf,
die in Dickenrichtung einer ersten Seite zugewandt
ist. Das Halbleiterelement weist eine Vielzahl von
Elektroden auf. Diese Elektroden sind auf einer der
vorderseitigen Oberflaiche des Anschlusses zuge-
wandten Seite bereitgestellt und lGber eine Bonding-
schicht, die beispielsweise aus Lotmittel hergestellt
ist, an die vorderseitige Oberflache gebondet. Die
Terminal-Bereiche, die wie oben beschrieben in
einer Richtung senkrecht zur Dickenrichtung des
Anschlusses ausgerichtet sind, sind Uber die Elektro-
den elektrisch mit einer internen Schaltung des Halb-
leiterelements verbunden.

[0004] Bei der Konfiguration jedoch, bei der das
Halbleiterelement wie oben beschrieben per Flip-
Chip-Montage montiert ist, kann der Bondingab-
schnitt jeder Elektrode mit dem Anschluss jedoch
nicht direkt beobachtet werden, und es gibt kein
geeignetes Mittel zum Uberpriifen des Bondingzus-
tands des Bondingabschnitts. Ferner ist bei der Kon-
figuration, bei der die Terminal-Bereiche in einer vor-
gegebenen Richtung ausgerichtet sind, eine
Elektrode, die sich in Ausrichtungsrichtung der Ter-
minal-Bereiche am weitesten aul3en unter der Viel-
zahl von Elektroden befindet, am nachsten zu einer
Ecke eines aus dem Versiegelungsharz hergestell-
ten Gehauses. Im Allgemeinen erreicht eine innere
Spannung ihr Maximum an dem Bondingabschnitt
der Elektrode, die sich am nachsten zu der Ecke
des Gehauses befindet, und es besteht die Beflrch-
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tung, dass je nach dem Bondingzustand des Bondin-
gabschnitts ein Spannungsbruch auftreten kann.

STAND DER TECHNIK
Patentdokument
[0005] Patentdokument 1: JP-A-2020-77694
KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG
Durch die Erfindung zu I6sendes Problem

[0006] Eine Aufgabe der vorliegenden Offenbarung
besteht darin, eine Halbleitervorrichtung bereitzustel-
len, die im Vergleich zu einer herkdbmmlichen verbes-
sert wurde. Insbesondere besteht im Hinblick auf die
vorgenannten Umstande eine Aufgabe der vorlie-
genden Offenbarung darin, eine Halbleitervorrich-
tung bereitzustellen, die geeignet ist, die Bondingzu-
verlassigkeit eines per Flip-Chip-Montage auf einem
Ansclhuss montierten Halbleiterelements zu verbes-
sern.

[0007] Gemall einem Aspekt der vorliegenden
Offenbarung schlief3t eine Halbleitervorrichtung Fol-
gendes ein: einen Anschluss, der eine vorderseitige
Oberflache einschlief3t, die in Dickenrichtung einer
ersten Seite zugewandt ist; ein Halbleiterelement,
ein Versiegelungsharz und einen ersten leitfahigen
Bereich. Das Halbleiterelement schlief3t einen Schal-
tungsbereich, eine der vorderseitigen Oberflache in
Dickenrichtung zugewandte erste Elementoberfla-
che und eine Vielzahl von ersten Elektroden ein, die
auf der ersten Elementoberflache bereitgestellt sind.
Die Vielzahl von ersten Elektroden sind mit der vor-
derseitigen Oberflache verbunden. Das Versiege-
lungsharz bedeckt einen Abschnitt des Anschlusses
und das Halbleiterelement. Der Anschluss schlief3t
eine Vielzahl von ersten Terminal-Bereichen, die in
einer ersten Richtung senkrecht zur Dickenrichtung
ausgerichtet sind, und einen zweiten Terminal-
Bereich ein, der in der ersten Richtung naher an
einem Ende des Versiegelungsharzes angeordnet
ist als die Vielzahl von ersten Terminal-Bereichen.
Jede der Vielzahl von ersten Elektroden ist elektrisch
mit dem Schaltungsbereich verbunden. Jeder der
Vielzahl von ersten Terminal-Bereichen ist ber min-
destens eine der Vielzahl von ersten Elektroden
elektrisch mit dem Schaltungsbereich verbunden.
Der erste leitfahige Bereich ist zwischen dem zweiten
Terminal-Bereich und der ersten Elementoberflache
eingefiigt und ist mit dem zweiten Terminal-Bereich
und der ersten Elementoberflache verbunden. Der
erste leitfahige Bereich ist von dem Schaltungsbe-
reich isoliert.
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Vorteile der Erfindung

[0008] Mit der obigen Konfiguration kann eine Halb-
leitervorrichtung die Bondingzuverlassigkeit eines
durch Flip-Chip-Montage bereitgestellten Halbleite-
relements verbessern.

[0009] Andere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Offenbarung gehen deutlicher aus der nachste-
henden detaillierten Beschreibung unter Bezug-
nahme auf die beigefligten Zeichnungen hervor.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die eine
Halbleitervorrichtung gemaR einer ersten Aus-
fuhrungsform der vorliegenden Offenbarung
zeigt.

Fig. 2 ist eine Draufsicht (durch ein Versiege-
lungsharz gesehen), die die Halbleitervorrich-
tung von Fig. 1 zeigt.

Fig. 3 ist eine Draufsicht (durch ein Halbleiter-
element und das Versiegelungsharz gesehen),
die die Halbleitervorrichtung von Fig. 1 zeigt.

Fig. 4 ist eine Ansicht von unten, die die Halb-
leitervorrichtung von Fig. 1 zeigt.

Fig. 5 ist eine Vorderansicht, die die Halbleiter-
vorrichtung von Fig. 1 zeigt.

Fig. 6 ist eine Rickansicht, die die Halbleitervor-
richtung von Fig. 1 zeigt.

Fig. 7 ist eine rechte Seitenansicht, die die Halb-
leitervorrichtung von Fig. 1 zeigt.

Fig. 8 ist eine linke Seitenansicht, die die Halb-
leitervorrichtung von Fig. 1 zeigt.

Fig. 9 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Linie IX-IX von Fig. 3.

Fig. 10 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Linie X-X von Fig. 3.

Fig. 11 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Linie XI-XI von Fig. 3.

Fig. 12 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Linie XII-XII von Fig. 3.

Fig. 13 ist eine teilweise vergrolRerte Ansicht
von Fig. 11.

Fig. 14 ist eine vergroRerte Querschnittsansicht
ahnlich Fig. 11, die einen Zustand zeigt, in dem
das Halbleiterelement so montiert ist, dass es
relativ zu einem Anschluss geneigt ist.

Fig. 15 ist eine Draufsicht ahnlich Fig. 3 und
zeigt eine Halbleitervorrichtung gemafl einer
Variante der ersten Ausfihrungsform.
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Fig. 16 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Linie XVI-XVI von Fig. 15.

Fig. 17 ist eine Draufsicht &hnlich Fig. 3, die
eine Halbleitervorrichtung gemaf einer zweiten
Ausfuhrungsform der vorliegenden Offenbarung
zeigt.

MODUS ZUM AUSFUHREN DER ERFINDUNG

[0010] Im Folgenden werden bevorzugte Ausflih-
rungsformen der vorliegenden Offenbarung unter
Bezugnahme auf die Zeichnungen ausfihrlich
beschrieben.

[0011] Die Begriffe wie ,erster, ,zweiter” und ,drit-
ter“in der vorliegenden Offenbarung werden lediglich
als Bezeichnungen verwendet und sollen keine Rei-
henfolgen fir die Elemente vorgeben, die von diesen
Begriffen begleitet werden.

[0012] In der vorliegenden Offenbarung schlieRen
die Ausdriicke ,ein Objekt A ist in einem Objekt B
gebildet” und ,ein Objekt A ist auf einem Objekt B
gebildet®, sofern nicht anders angegeben, ,ein
Objekt A ist direkt in/auf einem Objekt B gebildet®
und ,ein Objekt A ist in/auf einem Objekt B gebildet,
wobei ein weiteres Objekt zwischen dem Objekt A
und dem Objekt B eingefligt ist® ein. In &hnlicher
Weise schlielen die Ausdriicke ,ein Objekt A ist in
einem Objekt B eingerichtet* und ,ein Objekt A ist
auf einem Objekt B eingerichtet®, sofern nicht anders
angegeben, ,ein Objekt A ist direkt in/auf einem
Objekt B eingerichtet* und ,ein Objekt A ist in/auf
einem Objekt B eingerichtet, wobei ein weiteres
Objekt zwischen dem Objekt A und dem Objekt B
eingefigt ist* ein. In ahnlicher Weise schlielt der
Ausdruck ,ein Objekt A befindet sich auf einem
Objekt B, sofern nicht anders angegeben, ,ein
Objekt A befindet sich auf einem Objekt B in Kontakt
mit dem Objekt B* und ,ein Objekt A befindet sich auf
einem Objekt B, wobei ein weiteres Objekt zwischen
dem Objekt A und dem Objekt B eingefligt ist* ein.
Ferner schlief3t der Ausdruck ,ein Objekt A Giberlappt
sich in einer bestimmten Richtung betrachtet mit
einem Objekt B sofern nicht anders angegeben,
.ein Objekt A Uberlappt sich mit der Gesamtheit
eines Objekts B* und ,ein Objekt A (berlappt sich
mit einem Abschnitt eines Objekts B* ein.

Erste Ausfiihrungsform:

[0013] Im Folgenden wird eine Halbleitervorrichtung
gemal einer ersten Ausfiihrungsform der vorliegen-
den Offenbarung unter Bezugnahme auf die Fig. 1
bis 13 beschrieben. Eine Halbleitervorrichtung A10
der vorliegenden Ausfiihrungsform schlief3t einen
Anschluss 1, ein Halbleiterelement 3, ein Versiege-
lungsharz 4 und erste leitfahige Bereiche 6 ein. Der
Anschluss 1 schliet einen Hauptbereich 10, eine
Vielzahl von ersten Terminal-Bereichen 21, zwei
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zweite Terminal-Bereiche 22, einen Terminal-Bereich
25, zwei Terminal-Bereiche 26, eine Vielzahl von Ter-
minal-Bereichen 27 und eine Vielzahl von Terminal-
Bereichen 28 ein. Das Versiegelungsharz 4 weist in
Draufsicht eine rechteckige Form auf. Wie in Fig. 1
gezeigt, ist der Gehausetyp der Halbleitervorrichtung
A10 ein QFN (Quad For Non-Lead Package). Das
Halbleiterelement 3 ist nicht auf eine spezifische
Konfiguration beschrankt und kann eine Flip-Chip-
LSI (Large Scale Integration) sein. In der vorliegen-
den Ausfuhrungsform ist das Halbleiterelement 3
eine Flip-Chip-LSlI, die im Inneren einen Schaltkreis
321 und eine Steuerschaltung 322 aufweist (Einzel-
heiten dieser Schaltungen werden weiter unten
beschrieben). In der Halbleitervorrichtung A10 wan-
delt der Schaltkreis 321 Gleichstrom (-spannung) in
Wechselstrom (-spannung) um. Beispielsweise wird
die Halbleitervorrichtung A10 fir ein Element einer
DC/DC-Wandler-Schaltung verwendet.

[0014] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die
die Halbleitervorrichtung A10 zeigt. Fig. 2 ist eine
Draufsicht, die die Halbleitervorrichtung A10 zeigt.
Fig. 3 ist eine Draufsicht, die die Halbleitervorrich-
tung A10 zeigt. Fig. 4 ist eine Ansicht von unten,
die die Halbleitervorrichtung A10 zeigt. Fig. 5 ist
eine Vorderansicht, die die Halbleitervorrichtung
A10 zeigt. Fig. 6 ist eine Ruckansicht, die die Halb-
leitervorrichtung A10 zeigt. Fig. 7 ist eine rechte Sei-
tenansicht, die die Halbleitervorrichtung A10 zeigt.
Fig. 8 ist eine linke Seitenansicht, die die Halbleiter-
vorrichtung A10 zeigt. Fig. 9 ist eine Querschnittsan-
sicht entlang der Linie IX-IX von Fig. 3. Fig. 10 ist
eine Querschnittsansicht entlang der Linie X-X von
Fig. 3. Fig. 11 ist eine Querschnittsansicht entlang
der Linie XI-XI von Fig. 3. Fig. 12 ist eine Quer-
schnittsansicht entlang der Linie XlI-XIl von Fig. 3.
Fig. 13 ist eine teilweise vergrofRerte Ansicht von
Fig. 11. Zum besseren Verstandnis ist in Fig. 2 das
Versiegelungsharz 4 gestrichelt gezeigt. Zum besse-
ren Verstandnis sind in Fig. 3 das Halbleiterelement
3 und das Versiegelungsharz 4 gestrichelt gezeigt. In
diesen Figuren sind das Halbleiterelement 3 und das
Versiegelungsharz 4 durch imaginare Linien (Zwei-
punkt-Strich-Linien) angedeutet.

[0015] In der Beschreibung der Halbleitervorrich-
tung A10 wird die Dickenrichtung des Hauptbereichs
10 als ,Dickenrichtung z* bezeichnet. Eine Richtung
(die vertikale Richtung in Fig. 2) senkrecht zu der
Dickenrichtung z wird als ,erste Richtung x* bezeich-
net. Die Richtung (die horizontale Richtung in Fig. 2)
senkrecht zu der Dickenrichtung z und der ersten
Richtung x wird als ,zweite Richtung y“ bezeichnet.
Wie in den Fig. 1 und 2 gezeigt, weist die Halbleiter-
vorrichtung A10 in Dickenrichtung z betrachtet (in
Draufsicht) eine rechteckige Form auf.

[0016] Abschnitte (der Hauptbereich 10, die ersten
Terminal-Bereiche 21, die zwei zweiten Terminal-
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Bereiche 22, der Terminal-Bereich 25, die zwei Ter-
minal-Bereiche 26, die Terminal-Bereiche 27 und die
Terminal-Bereiche 28) des Anschlusses 1 sind aus
demselben Anschlussrahmen ausgebildet. Der
Anschlussrahmen ist nicht auf ein bestimmtes Mate-
rial beschrankt und kann beispielsweise aus Kupfer
(Cu) oder einer Kupferlegierung hergestellt sein.

[0017] Wie in den Fig. 3 und 9 bis 12 gezeigt, tragt
der Hauptbereich 10 das Halbleiterelement 3. Min-
destens ein Abschnitt des Hauptbereichs 10 ist mit
dem Versiegelungsharz 4 bedeckt. In der vorliegen-
den Ausfuhrungsform weist der Hauptbereich 10
eine vorderseitige Oberflache 11 und eine ruckseitige
Oberflache 12 auf. Die vorderseitige Oberflache 11
ist in Dickenrichtung z einer ersten Seite zugewandt
und ist dem Halbleiterelement 3 zugewandt. Die
ruckseitige Oberflache 12 ist der der vorderseitigen
Oberflache 11 gegenulberliegenden Seite (einer
zweiten Seite in Dickenrichtung z) zugewandt. Die
vorderseitige Oberflache 11 ist mit dem Versiege-
lungsharz 4 bedeckt. Die riickseitige Oberflache 12
ist von dem Versiegelungsharz 4 freiliegend.

[0018] In der vorliegenden Ausfiihrungsform
schlie3t der Hauptbereich 10 einen ersten Hauptbe-
reich 101, zwei zweite Hauptbereiche 102, einen drit-
ten Hauptbereich 103, eine Vielzahl von vierten
Hauptbereichen 104 und eine Vielzahl von fiinften
Hauptbereichen 105 ein.

[0019] Die vorderseitige Oberflache 11 weist eine
erste vorderseitige Oberflache 111, zweite vordersei-
tige Oberflachen 112, eine dritte vorderseitige Ober-
flache 113, vierte vorderseitige Oberflachen 114 und
finfte vorderseitige Oberflachen 115 auf. Jede von
der ersten vorderseitigen Oberflache 111 bis zu den
finften vorderseitigen Oberflachen 115 gehort zu
einem von dem ersten Hauptbereich 101 bis zu den
funften Hauptbereichen 105.

[0020] Die riickseitige Oberflache 12 weist eine
erste riickseitige Oberflache 121 und zweite riicksei-
tige Oberflachen 122 auf. Jede von der ersten riick-
seitigen Oberflache 121 und den zweiten riickseiti-
gen Oberflachen 122 gehdrt zu einem von dem
ersten Hauptbereich 101 und den zweiten Hauptbe-
reichen 102.

[0021] Wie in Fig. 3 gezeigt, befindet sich der erste
Hauptbereich 101 in der Mitte (oder im Wesentlichen
in der Mitte) der Halbleitervorrichtung A10 in der
zweiten Richtung y und erstreckt sich in der ersten
Richtung x. Der erste Hauptbereich 101 ist ein Ein-
gangs-Terminal, in den der in der Halbleitervorrich-
tung A10 umzuwandelnde Gleichstrom (die Gleich-
spannung) eingespeist wird. Der erste Hauptbereich
101 ist eine positive Elektrode (P-Terminal).
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[0022] Wie in den Fig. 3, 4 und 9 gezeigt, weist der
erste Hauptbereich 101 die erste vorderseitige Ober-
flache 111 und die erste riickseitige Oberflache 121
auf. Das Halbleiterelement 3 wird durch die erste vor-
derseitige Oberflache 111 getragen. Der erste Haupt-
bereich 101 weist einen Abschnitt auf, der von dem
Versiegelungsharz 4 zur zweiten Seite in Dickenrich-
tung z freiliegt, und der freiliegende Abschnitt
schlie3t die erste riickseitige Oberflache 121 ein.

[0023] Wie in Fig. 3 gezeigt, befinden sich die zwei
zweiten Hauptbereiche 102 auf einer ersten Seite
(rechte Seite in der Figur) der Halbleitervorrichtung
A10 in der zweiten Richtung y und sind in der zweiten
Richtung y voneinander beabstandet. Die zwei zwei-
ten Hauptbereiche 102 sind in der zweiten Richtung y
zueinander benachbart und erstrecken sich in der
ersten Richtung x. Jeder der zwei zweiten Hauptbe-
reiche 102 gibt den Wechselstrom (die Wechsel-
spannung) aus, der aus der Stromumwandlung
durch den im Halbleiterelement 3 konfigurierten
Schaltkreis 321 resultiert.

[0024] Wie in den Fig. 3, 4, 9 und 10 gezeigt, weist
jeder von den zweiten Hauptbereichen 102 eine
zweite vorderseitige Oberflache 112 und eine zweite
rickseitige Oberflache 122 auf. Das Halbleiterele-
ment 3 wird durch die zweiten vorderseitigen Ober-
flachen 112 getragen. Jeder der zweiten Hauptberei-
che 102 weist einen Abschnitt auf, der von dem
Versiegelungsharz 4 zur zweiten Seite in Dickenrich-
tung z freiliegt, und der freiliegende Abschnitt
schlie3t eine zweite riickseitige Oberflache 122 ein.

[0025] Wie in Fig. 3 gezeigt, befindet sich der dritte
Hauptbereich 103 in der Nahe des Endes der Halb-
leitervorrichtung A10 auf der ersten Seite (der rech-
ten Seite in der Figur) in der zweiten Richtung y und
ist zu einem der zweiten Hauptbereiche 102 benach-
bart, sodass der dritte Hauptbereich 103 relativ zum
zweiten Hauptbereich 102 auf der ersten Seite in der
zweiten Richtung y gelegen ist. Der dritte Hauptbe-
reich 103 erstreckt sich in der ersten Richtung x. Der
dritte Hauptbereich 103 ist ein Eingangs-Terminal, in
den der in der Halbleitervorrichtung A10 umzuwan-
delnde Gleichstrom (die Gleichspannung) einge-
speist wird. Der dritte Hauptbereich 103 ist eine
negative Elektrode (N-Terminal).

[0026] Wie in den Fig. 3, 9 und 11 gezeigt, weist der
dritte Hauptbereich 103 die dritte vorderseitige Ober-
flache 113 auf. Das Halbleiterelement 3 wird durch
die dritte vorderseitige Oberflache 113 getragen.

[0027] Wie in Fig. 3 gezeigt, sind die vierten Haupt-
bereiche 104 vom ersten Hauptbereich 101 zu einer
zweiten Seite (der linken Seite in der Figur) in der
zweiten Richtung y versetzt. Die vierten Hauptberei-
che 104 sind in der ersten Richtung x voneinander
beabstandet. Jeder der vierten Hauptbereiche 104

5/30

empfangt Strom (Spannung) zum Ansteuern der
Steuerschaltung 322 oder empfangt beispielsweise
ein elektrisches Signal, das an die Steuerschaltung
322 Gbertragen werden soll.

[0028] Wie in den Fig. 3 und 9 gezeigt, weist jeder
der vierten Hauptbereiche 104 eine vierte vordersei-
tige Oberflache 114 auf. Das Halbleiterelement 3
wird durch die vierten vorderseitigen Oberflachen
114 getragen.

[0029] Wie in Fig. 3 gezeigt, sind die flinften Haupt-
bereiche 105 vom ersten Hauptbereich 101 zur zwei-
ten Seite (der linken Seite in der Figur) in der zweiten
Richtung y versetzt. Einige der flinften Hauptberei-
che 105 befinden sich auf der ersten Seite (der Ober-
seite in der Figur) der Halbleitervorrichtung A10 in
der ersten Richtung x. Die restlichen finften Haupt-
bereiche 105 befinden sich auf einer zweiten Seite
(der Unterseite in der Figur) der Halbleitervorrichtung
A10 in der ersten Richtung x. Jeder der finften
Hauptbereiche 105 empfangt beispielsweise ein
elektrisches Signal, das an die Steuerschaltung 322
Ubertragen werden soll.

[0030] Wie in den Fig. 3 und 12 gezeigt, weist jeder
der flinften Hauptbereiche 105 eine flinfte vordersei-
tige Oberflache 115 auf. Das Halbleiterelement 3
wird durch die fiinften vorderseitigen Oberflachen
115 getragen.

[0031] Die vorderseitige Oberflaiche 11 (die erste
vorderseitige Oberflache 111 bis zu den flinften vor-
derseitigen Oberflachen 115) des Hauptbereichs 10
(der erste Hauptbereich 101 bis zu den fiinften
Hauptbereichen 105), die das Halbleiterelement 3
tragt, kann mit Silber (Ag) plattiert sein. Ferner kann
die freiliegende rickseitige Oberflache 12 (die erste
rickseitige Oberflache 121 und die zweiten riickseiti-
gen Oberflachen 122), die von dem Versiegelungs-
harz 4 freiliegt mit Zinn (Sn) plattiert sein. Anstelle
einer Plattierung mit Zinn kann eine Plattierung mit
Nickel (Ni), Palladium (Pd) und Gold (Au) in dieser
Reihenfolge durchgefiihrt werden, um ein Laminat
aus Metallplattierungsschichten auszubilden. In den
Fig. 1 und 4 bis 8 sind die von dem Versiegelungs-
harz 4 freiliegenden Abschnitte des Anschlusses 1
(der Hauptbereich 10, die ersten Terminal-Bereiche
21, die zwei zweiten Terminal-Bereiche 22, der Ter-
minal-Bereich 25, die zwei Terminal-Bereiche 26, die
Terminal-Bereiche 27 und die Terminal-Bereiche 28)
durch eine Vielzahl von gepunkteten Regionen ange-
deutet.

[0032] Wie in Fig. 3 gezeigt, sind die ersten Termi-
nal-Bereiche 21 in der ersten Richtung x ausgerich-
tet. In der vorliegenden Ausflihrungsform sind die
ersten Terminal-Bereiche 21 am Ende (dem rechten
Ende in der Figur) der Halbleitervorrichtung A10 (des
Versiegelungsharzes 4) auf der ersten Seite in der
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zweiten Richtung y angeordnet. Die ersten Terminal-
Bereiche 21 sind mit dem dritten Hauptbereich 103
durchgehend. Die ersten Terminal-Bereiche 21 wei-
sen die gleiche Konfiguration auf. Dementsprechend
wird nachfolgend stellvertretend die Konfiguration
eines der ersten Terminal-Bereiche 21 in der Halblei-
tervorrichtung A10 beschrieben.

[0033] Wie in den Fig. 3, 4, 7 und 9 gezeigt, weist
ein erster Terminal-Bereich 21 eine erste Montage-
oberflache 211 und eine erste Seitenoberflache 212
auf. Die erste Montageoberflache 211 ist der zweiten
Seite in Dickenrichtung z zugewandt. Die erste Sei-
tenoberflache 212 ist der ersten Seite in der zweiten
Richtung y zugewandt. In der vorliegenden Ausflih-
rungsform ist die erste Seitenoberflache 212 durch-
gehend mit der ersten Montageoberflache 211 und
bindig mit der Umgebung. Die erste Montageober-
flache 211 und die erste Seitenoberflache 212 sind
von dem Versiegelungsharz 4 freiliegend.

[0034] In jedem der ersten Terminal-Bereiche 21
kénnen die erste Montageoberflache 211 und die
erste Seitenoberflache 212, die von dem Versiege-
lungsharz 4 freiliegen, mit Zinn plattiert sein. Anstelle
einer Plattierung mit Zinn kann eine Plattierung mit
Nickel, Palladium und Gold in dieser Reihenfolge
durchgefiihrt werden, um ein Laminat aus Metallplat-
tierungsschichten auszubilden.

[0035] Wie in Fig. 3 gezeigt, befindet sich jeder der
zweiten Terminal-Bereiche 22 in der ersten Richtung
x ndher an einem Ende des Versiegelungsharzes 4
als die ersten Terminal-Bereiche 21. In der vorliegen-
den Ausfiihrungsform sind die zwei zweiten Termi-
nal-Bereiche 22 relativ zu den ersten Terminal-Berei-
chen 21 auf der ersten Seite beziehungsweise der
zweiten Seite in der ersten Richtung x angeordnet.
Von den vier Ecken des Versiegelungsharzes 4, das
in Dickenrichtung z betrachtet eine rechteckige Form
aufweist, sind die zwei zweiten Terminal-Bereiche 22
an zwei Ecken angeordnet, die sich auf der ersten
Seite in der zweiten Richtung y und auf den ent-
sprechenden Seiten in der ersten Richtung x befin-
den.

[0036] Wie in den Fig. 3 bis 7 und 11 gezeigt, weist
jeder der zweiten Terminal-Bereiche 22 einen Erstre-
ckungsabschnitt 221, eine zweite Montageoberfla-
che 222, eine zweite Seitenoberflache 223 und eine
dritte Seitenoberflache 224 auf. Der Erstreckungsab-
schnitt 221 erstreckt sich von einem Ende des Ver-
siegelungsharzes 4 in der ersten Richtung x und
einem Ende des Versiegelungsharzes 4 in der zwei-
ten Richtung y zu der Innenseite des Versiegelungs-
harzes 4 hin. Der Erstreckungsabschnitt 221 (der
zweite Terminal-Bereich 22) ist mit einem ersten leit-
fahigen Bereich 6 verbunden. Die zweite Montage-
oberflache 222 ist in Dickenrichtung y der zweiten
Seite zugewandt. Die zweite Seitenoberflaiche 223
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ist der gleichen Seite zugewandt wie die ersten Sei-
tenoberflachen 212 der ersten Terminal-Bereiche 21
und ist der ersten Seite in der zweiten Richtung y
zugewandt. Die dritte Seitenoberflache 224 ist ent-
weder der ersten Seite in der ersten Richtung x
oder der zweiten Seite in der ersten Richtung x zuge-
wandt. In der vorliegenden Ausfihrungsform ist die
zweite Seitenoberflache 223 durchgehend mit der
zweiten Montageoberflache 222 und biindig mit der
Umgebung. Die dritte Seitenoberflaiche 224 ist
durchgehend mit der zweiten Montageoberflache
222 und der zweiten Seitenoberflache 223 und bin-
dig mit der Umgebung. Die zweite Montageoberfla-
che 222, die zweite Seitenoberflache 223 und die
dritte Seitenoberflache 224 sind von dem Versiege-
lungsharz 4 freiliegend.

[0037] In jedem der zwei zweiten Terminal-Bereiche
22 kann die obere Oberflache (die Oberflache, die in
Dickenrichtung z der ersten Seite zugewandt ist) des
Erstreckungsabschnitts 221, mit dem ein erster leit-
fahiger Bereich 6 verbunden ist, mit Silber plattiert
sein. Ferner kénnen die zweite Montageoberflache
222, die zweite Seitenoberflache 223 und die dritte
Seitenoberflache 224, die von dem Versiegelungs-
harz 4 freiliegen, mit Zinn plattiert sein. Anstelle
einer Plattierung mit Zinn kann eine Plattierung mit
Nickel, Palladium und Gold in dieser Reihenfolge
durchgefihrt werden, um ein Laminat aus Metallplat-
tierungsschichten auszubilden.

[0038] Wiein Fig. 3 gezeigt, ist der Terminal-Bereich
25 am Ende (dem oberen Ende in der Figur) der
Halbleitervorrichtung A10 auf der ersten Seite in der
ersten Richtung x angeordnet. Der Terminal-Bereich
25 ist mit dem ersten Hauptbereich 101 durchge-
hend. Wie in den Fig. 3, 4 und 6 gezeigt, weist der
Terminal-Bereich 25 eine Montageoberflache 251
und eine Seitenoberflache 252 auf. Die riickseitige
Oberflache 251 ist der zweiten Seite in Dickenrich-
tung z zugewandt. Die Seitenoberflache 252 ist der
ersten Seite in der ersten Richtung x zugewandt. In
der vorliegenden Ausfiihrungsform ist die Seiten-
oberflache 252 durchgehend mit der Montageober-
flache 251 und bindig mit der Umgebung. Die Mon-
tageoberflache 251 und die Seitenoberflache 252
sind von dem Versiegelungsharz 4 freiliegend.

[0039] Wie in Fig. 3 gezeigt, sind die zwei Terminal-
Bereiche 26 am Ende (dem oberen Ende in der
Figur) der Halbleitervorrichtung A10 auf der ersten
Seite in der ersten Richtung x beziehungsweise am
Ende (dem unteren Ende in der Figur) der Halbleiter-
vorrichtung A10 auf der zweiten Seite in der ersten
Richtung x angeordnet. Die zwei Terminal-Bereiche
26 sind jeweils durchgehend mit den zwei zweiten
Hauptbereichen 102. Wie in den Fig. 3 bis 6 und 10
gezeigt, weist jeder von den Terminal-Bereichen 26
eine Montageoberflache 261 und eine Seitenoberfla-
che 262 auf. Die Montageoberflache 261 ist der zwei-
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ten Seite in Dickenrichtung z zugewandt. Die Seiten-
oberflache 262 ist entweder der ersten Seite in der
ersten Richtung x oder der zweiten Seite in der ers-
ten Richtung x zugewandt. In der vorliegenden Aus-
fuhrungsform ist jede der Seitenoberflachen 262
durchgehend mit einer der Montageoberflachen 261
und blindig mit der Umgebung. Die Montageoberfla-
che 261 und die Seitenoberflache 262 sind von dem
Versiegelungsharz 4 freiliegend.

[0040] Wie in Fig. 3 gezeigt, sind die Terminal-Berei-
che 27 am Ende (dem linken Ende in der Figur) der
Halbleitervorrichtung A10 auf der zweiten Seite in der
zweiten Richtung y angeordnet. Jeder der Terminal-
Bereiche 27 ist mit einem der vierten Hauptbereiche
104 durchgehend. Wie in den Fig. 3, 4, 8 und 9
gezeigt, weist jeder von den Terminal-Bereichen 27
eine Montageoberflache 271 und eine Seitenoberfla-
che 272 auf. Die Montageoberflache 271 ist der zwei-
ten Seite in Dickenrichtung z zugewandt. Die Seiten-
oberflache 272 ist der zweiten Seite in der zweiten
Richtung y zugewandt. In der vorliegenden Ausfih-
rungsform ist die Seitenoberflache 272 durchgehend
mit der Montageoberflache 271 und bindig mit der
Umgebung. Die Montageoberflache 271 und die Sei-
tenoberflache 272 sind von dem Versiegelungsharz
4 freiliegend.

[0041] Wie in Fig. 3 gezeigt, sind die Terminal-Berei-
che 28 am Ende (dem oberen Ende in der Figur) der
Halbleitervorrichtung A10 auf der ersten Seite in der
ersten Richtung x und am Ende (dem unteren Ende
in der Figur) der Halbleitervorrichtung A10 auf der
zweiten Seite in der ersten Richtung x angeordnet.
Jeder der Terminal-Bereiche 28 ist mit einem der
funften Hauptbereiche 105 durchgehend. Wie in
den Fig. 3 bis 6 und 12 gezeigt, weist jeder von den
Terminal-Bereichen 28 eine Montageoberflache 281
und eine Seitenoberflache 282 auf. Die Montage-
oberflache 281 ist der zweiten Seite in Dickenrich-
tung z zugewandt. Die Seitenoberflache 282 ist ent-
weder der ersten Seite in der ersten Richtung x oder
der zweiten Seite in der ersten Richtung x zuge-
wandt. In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist die
Seitenoberflache 282 durchgehend mit der Montage-
oberflache 281 und blindig mit der Umgebung. Die
Montageoberflache 281 und die Seitenoberflache
282 sind von dem Versiegelungsharz 4 freiliegend.

[0042] In dem Terminal-Bereich 25, den zwei Termi-
nal-Bereichen 26, den Terminal-Bereichen 27 und
den Terminal-Bereichen 28 kdnnen die Abschnitte
(die Montageoberflachen 251, 261, 271 und 281
und die Seitenoberflachen 252, 262, 272 und 282),
die von dem Versiegelungsharz 4 freiliegen, mit
Zinn plattiert sein. Anstelle einer Plattierung mit
Zinn kann eine Plattierung mit Nickel, Palladium
und Gold in dieser Reihenfolge durchgefiihrt werden,
um ein Laminat aus Metallplattierungsschichten aus-
zubilden.
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[0043] Das Halbleiterelement 3 weist ein Halbleiter-
substrat 31, eine Halbleiterschicht 32, eine Vielzahl
von ersten Elektroden 33, eine Vielzahl von Elektro-
den 34 und eine Vielzahl von Elektroden 35 auf. Wie
in den Fig. 9 bis 12 gezeigt, tragt das Halbleitersubst-
rat 31 die Halbleiterschicht 32, die ersten Elektroden
33, die Elektroden 34 und die Elektroden 35, die sich
unterhalb des Halbleitersubstrats 31 befinden. Das
Material, aus dem das Halbleitersubstrat 31 aufge-
baut ist, ist Silizium (Si) oder Siliziumkarbid (SiC).

[0044] Die Halbleiterschicht 32 ist auf der der vor-
derseitigen Oberflache 11 in Dickenrichtung z gegen-
Uberliegenden Seite auf dem Halbleitersubstrat 31
gestapelt. Die Halbleiterschicht 32 weist eine erste
Elementoberflache 320 auf. Die erste Elementober-
flache 320 ist der zweiten Seite in Dickenrichtung z
zugewandt und liegt in Dickenrichtung z der vorder-
seitigen Oberflache 11 gegenuber. Die Halbleiter-
schicht 32 enthalt mehrere Arten von p-Typ-Halblei-
tern und n-Typ-Halbleitern, basierend auf den
Unterschieden in der Menge der zu dotierenden Ele-
mente. Die Halbleiterschicht 32 schliel3t den Schalt-
kreis 321 und die Steuerschaltung 322, die elektrisch
mit dem Schaltkreis 321 verbunden ist, ein. Der
Schaltkreis 321 kann ein MetallOxid-Halbleiter-Feld-
effekttransistor (MOSFET) oder ein Bipolartransistor
mit isolierter Gate-Elektrode (IGBT) sein. Im Beispiel
der Halbleitervorrichtung A10 ist der Schaltkreis 321
in zwei Regionen unterteilt, d. h. eine Hochspan-
nungsregion (Schaltung des oberen Zweigs) und
eine Niederspannungsregion (Schaltung des unteren
Zweigs). Jede der Regionen ist mit einem einzelnen
N-Kanal-MOSFET ausgebildet. Die Steuerschaltung
322 schlielt einen Gate-Treiber zum Ansteuern des
Schaltkreises 321 und eine Bootstrap-Schaltung, die
der Hochspannungsregion des Schaltkreises 321
entspricht, ein und fihrt eine Steuerung zum ord-
nungsgemaflen Ansteuern des Schaltkreises 321
durch. Es ist zu beachten, dass die Halbleiterschicht
32 ferner eine Verdrahtungsschicht (nicht veran-
schaulicht) einschlief3t. Die Verdrahtungsschicht ver-
bindet den Schaltkreis 321 und die Steuerschaltung
322 elektrisch miteinander. Der Schaltkreis 321 und
die Steuerschaltung 322 sind Beispiele fur einen
~ochaltungsbereich®.

[0045] In der vorliegenden Ausfiihrungsform weist
das Halbleiterelement 3 einen ersten Draht 325 auf,
der auf der Halbleiterschicht 32 bereitgestellt ist
(siehe die Fig. 2 und 3). In den Fig. 2 und 3 ist der
Pfad des ersten Drahts 325 vereinfacht und durch
eine gepunktete Linie angedeutet. Der erste Draht
325 ist nicht elektrisch mit einem von dem/der oben
beschriebenen Schaltkreis 321, Steuerschaltung 322
und Verdrahtungsschicht verbunden.

[0046] Wie in den Fig. 9 bis 12 gezeigt, sind die ers-
ten Elektroden 33, die Elektroden 34 und die Elektro-
den 35 auf der ersten Elementoberflache 320 bereit-
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gestellt, die der vorderseitigen Oberflache 11 (der
ersten vorderseitigen Oberflache 111 bis zu den funf-
ten vorderseitigen Oberflachen 115) in Dickenrich-
tung z zugewandt ist. Die ersten Elektroden 33, die
Elektroden 34 und die Elektroden 35 stehen mit der
Halbleiterschicht 32 in Kontakt.

[0047] Die ersten Elektroden 33 sind elektrisch mit
dem Schaltkreis 321 der Halbleiterschicht 32 verbun-
den. Die ersten Elektroden 33 sind mit dem dritten
Hauptbereich 103 verbunden. Wie in den Fig. 3 und
11 gezeigt, sind die ersten Elektroden 33 in der ers-
ten Richtung x ausgerichtet. Die ersten Elektroden
33 sind Uber eine Bondingschicht (siehe eine Bon-
dingschicht 331 in Fig. 14), die eine Leitfahigkeit auf-
weist, wie etwa Lotmittel, mit der dritten vorderseiti-
gen Oberflache 113 des dritten Hauptbereichs 103
verbunden. Der dritte Hauptbereich 103 ist mit den
ersten Terminal-Bereichen 21 durchgehend. Infolge-
dessen ist jeder der ersten Terminal-Bereiche 21
Uber mindestens eine der ersten Elektroden 33 elekt-
risch mit dem Schaltkreis 321 (dem Schaltungsbe-
reich) verbunden.

[0048] Die Elektroden 34 sind elektrisch mit dem
Schaltkreis 321 der Halbleiterschicht 32 verbunden.
Jede der Elektroden 34 ist mit einer von der ersten
vorderseitigen Oberflache 111 des ersten Hauptbe-
reichs 101 und den zweiten vorderseitigen Oberfla-
chen 112 der beiden zweiten Hauptbereiche 102 ver-
bunden. Wie die ersten Elektroden 33 sind die
Elektroden 34 (iber eine Bondingschicht (nicht veran-
schaulicht), die eine Leitfahigkeit aufweist, wie etwa
Lotmittel, mit der ersten vorderseitigen Oberflache
111 (den zweiten vorderseitigen Oberflachen 112)
verbunden. Infolgedessen sind der erste Hauptbe-
reich 101 und die zwei zweiten Hauptbereiche 102
elektrisch mit dem Schaltkreis 321 verbunden.

[0049] Die Elektroden 35 sind elektrisch mit der
Steuerschaltung 322 der Halbleiterschicht 32 ver-
bunden. Jede der Elektroden 35 ist mit einer von
den vierten vorderseitigen Oberflachen 114 der vier-
ten Hauptbereiche 104 und den flinften vorderseiti-
gen Oberflachen 115 der fiinften Hauptbereiche 105
verbunden. Wie die ersten Elektroden 33 sind die
Elektroden 35 (iber eine Bondingschicht (nicht veran-
schaulicht), die eine Leitfahigkeit aufweist, wie etwa
Lotmittel, mit den vierten vorderseitigen Oberflachen
114 (den flnften vorderseitigen Oberflachen 115)
verbunden. Infolgedessen sind die vierten Hauptbe-
reiche 104 und die flinften Hauptbereiche 105 elekt-
risch mit der Steuerschaltung 322 verbunden. Das
Material, aus dem die ersten Elektroden 33, die
Elektroden 34 und die Elektroden 35 aufgebaut
sind, enthalt beispielsweise Kupfer.

[0050] Wie in Fig. 11 gezeigt, befindet sich jeder der
ersten leitfdhigen Bereiche 6 zwischen dem Erstre-
ckungsabschnitt 221 eines der zweiten Terminal-
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Bereiche 22 und der ersten Elementoberflache 320
des Halbleiterelements 3. Die ersten leitfahigen
Bereiche 6 sind mit den jeweiligen Erstreckungsab-
schnitten 221 (zweiten Terminal-Bereichen 22) und
der ersten Elementoberflache 320 verbunden. Wie
in Fig. 13 gezeigt, ist jeder der ersten leitfahigen
Bereiche 6 Uber eine Bondingschicht 61, die eine
Leitfahigkeit aufweist, wie etwa LOtmittel, mit der
oberen Oberflache (der Oberflache, die der ersten
Seite in Dickenrichtung z zugewandt ist) eines
Erstreckungsabschnitts 221 verbunden. Wie in den
Fig. 3 und 11 gezeigt, sind in der vorliegenden Aus-
fuhrungsform zwei erste leitfahige Bereiche 6 jeweils
zwischen einem der beiden zweiten Terminal-Berei-
che 22 und der ersten Elementoberflache 320 der
Halbleiterschicht 32 bereitgestellt. Jeder der zwei
ersten leitfahigen Bereiche 6 Uberlappt sich in der
ersten Richtung x betrachtet mit den ersten Elektro-
den 33.

[0051] Die zwei ersten leitfahigen Bereiche 6 sind
nicht elektrisch mit einem von dem/der oben
beschriebenen Schaltkreis 321, Steuerschaltung
322 und Verdrahtungsschicht in der Halbleiterschicht
32 verbunden. Dementsprechend sind die zwei ers-
ten leitfahigen Bereiche 6 von dem Schaltkreis 321
und der Steuerschaltung 322 (dem Schaltungsbe-
reich) isoliert. Andererseits ist jeder der zwei ersten
leitfahigen Bereiche 6 elektrisch mit dem ersten
Draht 325 in der Halbleiterschicht 32 verbunden.

[0052] Wie in den Fig. 5 bis 8 gezeigt, weist das Ver-
siegelungsharz 4 eine vorderseitige Harzoberflache
41, eine riickseitige Harzoberflache 42, zwei erste
Harzseitenoberflachen 431 und 432 und zwei zweite
Harzseitenoberflachen 433 und 434 auf. Das Mate-
rial, aus dem das Versiegelungsharz 4 aufgebaut ist,
ist beispielsweise ein schwarzes Epoxidharz.

[0053] Wie in den Fig. 9 bis 12 gezeigt, ist die vor-
derseitige Harzoberflache 41 in Dickenrichtung z der
gleichen Seite zugewandt wie die vorderseitige
Oberflache 11 (die erste vorderseitige Oberflache
111 bis zu den flinften vorderseitigen Oberflachen
115). Wie in den Fig. 5 bis 8 gezeigt, ist die riicksei-
tige Harzoberflache 42 der der vorderseitigen Harz-
oberflache 41 gegeniiberliegenden Seite zugewandt.
Wie in den Fig. 4 und 9 bis 12 gezeigt, sind die erste
rickseitige Oberflache 121 des ersten Hauptbe-
reichs 101, die zweiten riickseitigen Oberflachen
122 der zweiten Hauptbereiche 102, die ersten Mon-
tageoberflachen 211 der ersten Terminal-Bereiche
21, die zweiten Montageoberflachen 222 der zweiten
Terminal-Bereiche 22, die Montageoberflache 251
des Terminal-Bereichs 25, die Montageoberflachen
261 der Terminal-Bereiche 26, die Montageoberfla-
chen 271 der Terminal-Bereiche 27 und die Montage-
oberflachen 281 der Terminal-Bereiche 28 von der
rickseitigen Harzoberflache 42 (dem Versiegelungs-
harz 4) freiliegend.
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[0054] Wie in den Fig. 5 und 6 gezeigt, befindet sich
die erste Harzseitenoberflache 431 am Ende des
Versiegelungsharzes 4 auf der ersten Seite in der
zweiten Richtung y und ist der ersten Seite in der
zweiten Richtung y zugewandt. Die erste Harzseiten-
oberflache 431 ist mit der vorderseitigen Harzober-
flache 41 und der ruckseitigen Harzoberflache 42
verbunden. Wie in den Fig. 4 und 9 gezeigt, ist die
erste Seitenoberflache 212 jedes ersten Terminal-
Bereichs 21, der am Ende der Halbleitervorrichtung
A10 auf der ersten Seite in der zweiten Richtung y
angeordnet ist, bindig mit der ersten Harzseiten-
oberflache 431. Wie in den Fig. 3 und 4 gezeigt, ist
die zweite Seitenoberflache 223 jedes der zwei zwei-
ten Terminal-Bereiche 22, die an den jeweiligen
Enden der Halbleitervorrichtung A10 in der ersten
Richtung x und am Ende der Halbleitervorrichtung
A10 auf der ersten Seite in der zweiten Richtung y
angeordnet sind, biindig mit der ersten Harzseiten-
oberflache 431.

[0055] Wie in den Fig. 5 und 6 gezeigt, befindet sich
die erste Harzseitenoberflache 432 am Ende des
Versiegelungsharzes 4 auf der zweiten Seite in der
zweiten Richtung y und ist der zweiten Seite in der
zweiten Richtung y zugewandt. Die erste Harzseiten-
oberflache 432 ist mit der vorderseitigen Harzober-
flache 41 und der rickseitigen Harzoberflache 42
verbunden. Wie in den Fig. 4 und 9 gezeigt, ist die
Seitenoberflache 272 jedes Terminal-Bereichs 27,
der am Ende der Halbleitervorrichtung A10 auf der
zweiten Seite in der zweiten Richtung y angeordnet
ist, blindig mit der ersten Harzseitenoberflache 432.

[0056] Wie in den Fig. 7 und 8 gezeigt, befindet sich
die zweite Harzseitenoberflache 433 am Ende des
Versiegelungsharzes 4 auf der ersten Seite in der
ersten Richtung x und ist der ersten Seite in der ers-
ten Richtung x zugewandt. Die zweite Harzseiten-
oberflache 433 ist mit der vorderseitigen Harzober-
flache 41 und der rickseitigen Harzoberflache 42
verbunden. Wie in den Fig. 4, 10 und 12 gezeigt,
sind die Seitenoberflache 252 des Terminal-Bereichs
25, die Seitenoberflache 262 des Terminal-Bereichs
26 und die Seitenoberflachen 282 der Terminal-
Bereiche 28, die am Ende der Halbleitervorrichtung
A10 auf der ersten Seite in der ersten Richtung x
angeordnet sind, blindig mit der zweiten Harzseiten-
oberflache 433. Wie in den Fig. 3 und 4 gezeigt, ist
die dritte Seitenoberflache 224 des zweiten Terminal-
Bereichs 22, der am Ende der Halbleitervorrichtung
A10 auf der ersten Seite in der ersten Richtung x und
am Ende der Halbleitervorrichtung A10 auf der ers-
ten Seite in der zweiten Richtung y angeordnet ist,
biindig mit der zweiten Harzseitenoberflache 433.

[0057] Wie in den Fig. 7 und 8 gezeigt, befindet sich
die zweite Harzseitenoberflaiche 434 am Ende des
Versiegelungsharzes 4 auf der zweiten Seite in der
ersten Richtung x und ist der zweiten Seite in der
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ersten Richtung x zugewandt. Die zweite Harzseiten-
oberflache 434 ist mit der vorderseitigen Harzober-
flache 41 und der riickseitigen Harzoberflache 42
verbunden. Wie in den Fig. 4 und 12 gezeigt, sind
die Seitenoberflache 262 des Terminal-Bereichs 26
und die Seitenoberflache 282 jedes Terminal-
Bereichs 28, die am Ende der Halbleitervorrichtung
A10 auf der zweiten Seite in der ersten Richtung x
angeordnet sind, blindig mit der zweiten Harzseiten-
oberflache 434. Wie in den Fig. 3 und 4 gezeigt, ist
die dritte Seitenoberflache 224 des zweiten Terminal-
Bereichs 22, der am Ende der Halbleitervorrichtung
A10 auf der zweiten Seite in der ersten Richtung x
und am Ende der Halbleitervorrichtung A10 auf der
ersten Seite in der zweiten Richtung y angeordnet ist,
biindig mit der zweiten Harzseitenoberflache 434.

[0058] Als Nachstes werden Vorteile der vorliegen-
den Ausflihrungsform beschrieben.

[0059] Bei der Halbleitervorrichtung A10 schlief3t
der Anschluss 1 die ersten Terminal-Bereiche 21
und die zweiten Terminal-Bereiche 22 ein. Die ersten
Terminal-Bereiche 21 sind in der ersten Richtung x
ausgerichtet, und jeder der zweiten Terminal-Berei-
che 22 befindet sich in der ersten Richtung x naher
an einem Ende des Versiegelungsharzes 4 als die
ersten Terminal-Bereiche 21. Bei dem Halbleiterele-
ment 3 ist die erste Elementoberflache 320 der vor-
derseitigen Oberflache 11 des Anschlusses 1 zuge-
wandt, und die ersten Elektroden 33 sind auf der
ersten Elementoberflache 320 bereitgestellt. Die ers-
ten Elektroden 33 sind mit der dritten vorderseitigen
Oberflache 113 (der vorderseitigen Oberflache 11)
verbunden, und jeder der ersten Terminal-Bereiche
21 ist Uber mindestens eine der ersten Elektroden
33 elektrisch mit dem Schaltkreis 321 (dem Schal-
tungsbereich) des Halbleiterelements 3 verbunden.
Die Halbleitervorrichtung A10 schliel3t ferner die ers-
ten leitfahigen Bereiche 6 ein. Jeder der ersten leit-
fahigen Bereiche 6 befindet sich zwischen einem
zweiten Terminal-Bereich 22 und der ersten Element-
oberflache 320 und ist mit dem zweiten Terminal-
Bereich 22 und der ersten Elementoberflache 320
verbunden. Die ersten leitfahigen Bereiche 6 sind
von dem Schaltkreis 321 und der Steuerschaltung
322 (dem Schaltungsbereich) isoliert.

[0060] Gemal einer solchen Konfiguration befinden
sich die ersten leitfahigen Bereiche 6, die nicht elekt-
risch mit dem Schaltungsbereich verbunden sind,
der die Funktion des Halbleiterelements 3 durchfihrt,
jeweils naher an einer Ecke des aus dem Versiege-
lungsharz 4 hergestellten Gehauses als die ersten
Elektroden 33. Somit ist die innere Spannung am
Bondingabschnitt jedes ersten leitfahigen Bereichs
6 mit einem der zweiten Terminal-Bereiche 22 gréRer
als am Bondingabschnitt jeder ersten Elektrode 33
mit dem dritten Hauptbereich 103 (der dritten vorder-
seitigen Oberflache 113). Die ersten leitfahigen
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Bereiche 6 sind nicht mit dem Schaltkreis 321 (dem
Schaltungsbereich), der die Funktion des Halbleite-
relements 3 durchfuhrt, verbunden und sind von die-
sem isoliert und stellen keinen elektrisch leitfahigen
Pfad fir das Halbleiterelement 3 dar. Dementspre-
chend kann die innere Spannung am Bondingab-
schnitt jeder ersten Elektrode 33, die elektrisch mit
dem Schaltkreis 321 (dem Schaltungsbereich) ver-
bunden ist, durch Bereitstellen der ersten leitfahigen
Bereiche 6 in der Nahe einiger Ecken des Versiege-
lungsharzes 4 verringert werden. Dadurch |asst sich
die Bondingzuverlassigkeit des durch Flip-Chip-Mon-
tage bereitgestellten Halbleiterelements 3 verbes-
sern.

[0061] Bei der Halbleitervorrichtung A10 sind die
zwei zweiten Terminal-Bereiche 22 relativ zu den ers-
ten Terminal-Bereichen 21 auf der ersten Seite
beziehungsweise der zweiten Seite in der ersten
Richtung x angeordnet. Ferner sind die zwei ersten
leitfahigen Bereiche 6 jeweils zwischen einem der
zwei zweiten Terminal-Bereiche 22 und der ersten
Elementoberflache 320 der Halbleiterschicht 32
bereitgestellt. Eine solche Konfiguration kann die
innere Spannung der Bondingabschnitte der an den
jeweiligen Enden in der Ausrichtungsrichtung (der
ersten Richtung x) befindlichen ersten Elektroden
33 unter der Vielzahl von ersten Elektroden 33 ver-
ringern. Dies ist zur Verbesserung der Bondingzuver-
Iassigkeit des Halbleiterelements 3 vorzuziehen.

[0062] Die ersten Elektroden 33 sind in der ersten
Richtung x ausgerichtet. Jeder der ersten leitfahigen
Bereiche 6 Uberlappt sich in der ersten Richtung x
betrachtet mit den ersten Elektroden 33. Eine solche
Konfiguration kann die innere Spannung der Bondin-
gabschnitte der ersten Elektroden 33 wirksam verrin-
gern.

[0063] Wie in Fig. 14 gezeigt, weisen die Bonding-
schichten 61 der zwei ersten leitfahigen Bereiche 6,
die die ersten Elektroden 33 in der ersten Richtung x
flankieren, eine merkliche Anderung des Bonding-
zustands vor, wenn das Halbleiterelement 3 per
Flip-Chip-Montage auf dem Anschluss 1 in einem
Zustand, in dem das Halbleiterelement 3 leicht in
der ersten Richtung x geneigt ist, montiert ist. In der
vorliegenden Ausfiihrungsform ist bei der Halbleiter-
schicht 32 (dem Halbleiterelement 3) der erste Draht
325 elektrisch mit den zwei ersten leitfahigen Berei-
chen 6 verbunden. Bei einer solchen Konfiguration
werden die zwei zweiten Terminal-Bereiche 22, die
jeweils mit den zwei ersten leitfahigen Bereichen 6
verbunden sind, verwendet, um den Pfad, der aus
den zwei ersten leitfahigen Bereichen 6 und dem ers-
ten Draht 325 zusammengesetzt ist, elektrisch zu
messen, wodurch eine Anderung des Bondingzus-
tands des Bondingabschnitts (der Bondingschicht
61) jedes ersten leitfahigen Bereichs 6 als Anderung
des Widerstandswerts erkannt werden kann.

Dadurch lassen sich die Bondingzustande der Bon-
dingabschnitte der zwei ersten leitfahigen Bereiche 6
und der Bondingabschnitte der in der ersten Rich-
tung x zwischen den ersten leitfahigen Bereichen 6
angeordneten ersten Elektroden 33 Uberprufen. Dies
fuhrt zu einer Verbesserung der Bondingzuverlassig-
keit der Halbleitervorrichtung A10 mit dem durch Flip-
Chip-Montage bereitgestellten Halbleiterelement 3.

Variante der ersten Ausflihrungsform:

[0064] Die Fig. 15 und 16 zeigen eine Halbleitervor-
richtung A11 gemaR einer Variante der ersten Aus-
fuhrungsform. Fig. 15 ist eine Draufsicht, die die
Halbleitervorrichtung A11 zeigt. Fig. 16 ist eine Quer-
schnittsansicht entlang der Linie XVI-XVI von
Fig. 15. In Fig. 15 und den nachfolgenden Zeichnun-
gen sind die Elemente, die mit denen der Halbleiter-
vorrichtung A10 in der obigen Ausfiihrungsform iden-
tisch oder diesen ahnlich sind, mit den gleichen
Bezugszeichen wie in der obigen Ausfiihrungsform
bezeichnet, und deren Beschreibungen sind entspre-
chend weggelassen worden. Zum besseren Ver-
standnis sind in Fig. 15 das Halbleiterelement 3 und
das Versiegelungsharz 4 gestrichelt dargestellt. In
Fig. 15 sind das Halbleiterelement 3 und das Versie-
gelungsharz 4 durch imaginare Linien (Zweipunkt-
Strich-Linien) angedeutet.

[0065] Die Halbleitervorrichtung A11 der vorliegen-
den Variante schliel3t zweite Terminal-Bereiche 23
anstelle der zweiten Terminal-Bereiche 22 in der obi-
gen Ausfiihrungsform ein, und es wurden dement-
sprechend verschiedene Anderungen vorgenom-
men. In der vorliegenden Variante sind zwei zweite
Terminal-Bereiche 23 nahe den ersten Terminal-
Bereichen 21 auf der ersten Seite in der ersten Rich-
tung x angeordnet. Ferner sind weitere zwei zweite
Terminal-Bereiche 23 nahe den ersten Terminal-
Bereichen 21 auf der zweiten Seite in der ersten
Richtung x angeordnet.

[0066] Wiein den Fig. 15 und 16 gezeigt, weist jeder
der zweiten Terminal-Bereiche 23 einen Erstre-
ckungsabschnitt 231, eine dritte Montageoberflache
232 und eine vierte Seitenoberflache 233 auf. Der
Erstreckungsabschnitt 231 erstreckt sich von einem
Ende des Versiegelungsharzes 4 in der ersten Rich-
tung x und einem Ende des Versiegelungsharzes 4 in
der zweiten Richtung y zu der Innenseite des Versie-
gelungsharzes 4 hin. Der Erstreckungsabschnitt 231
(der zweite Terminal-Bereich 23) ist mit einem ersten
leitfahigen Bereich 6 verbunden. Die dritte Montage-
oberflache 232 ist der zweiten Seite in Dickenrich-
tung z zugewandt. Die vierte Seitenoberflache 233
weist entweder in die erste Richtung x oder in die
zweite Richtung y. Von den zwei in Bezug auf die ers-
ten Terminal-Bereiche 21 auf der ersten Seite in der
ersten Richtung x angeordneten zweiten Terminal-
Bereichen 23 ist die vierte Seitenoberflaiche 233
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des einen zweiten Terminal-Bereichs 23 der ersten
Seite in der ersten Richtung x zugewandt, und die
vierte Seitenoberflache 233 des anderen zweiten
Terminal-Bereichs 23 ist der ersten Seite in der zwei-
ten Richtung y zugewandt. Von den zwei in Bezug
auf die ersten Terminal-Bereiche 21 auf der zweiten
Seite in der ersten Richtung x angeordneten zweiten
Terminal-Bereichen 23 ist die vierte Seitenoberflache
233 des einen zweiten Terminal-Bereichs 23 der
zweiten Seite in der ersten Richtung x zugewandt,
und die vierte Seitenoberflache 233 des anderen
zweiten Terminal-Bereichs 23 ist der ersten Seite in
der zweiten Richtung y zugewandt. In der vorliegen-
den Variante ist jede der vierten Seitenoberflachen
233 mit einer der dritten Montageoberflachen 232
verbunden und blndig mit der Umgebung. Die dritten
Montageoberflachen 232 und die vierten Seiten-
oberflachen 233 sind von dem Versiegelungsharz 4
freiliegend.

[0067] Wie in den Fig. 15 und 16 gezeigt, sind zwei
erste leitfahige Bereiche 6 jeweils zwischen einem
der zwei zweiten Terminal-Bereiche 23, die auf der
ersten Seite in der ersten Richtung x in Bezug auf
die ersten Terminal-Bereiche 21 angeordnet sind,
und der ersten Elementoberflache 320 der Halblei-
terschicht 32 bereitgestellt. Ferner sind weitere zwei
erste leitfahige Bereiche 6, die von den oben
beschriebenen ersten leitfahigen Bereichen 6 ver-
schieden sind, jeweils zwischen einem der zwei
zweiten Terminal-Bereiche 23, die auf der zweiten
Seite in der ersten Richtung x in Bezug auf die ersten
Terminal-Bereiche 21 angeordnet sind, und der ers-
ten Elementoberflache 320 der Halbleiterschicht 32
bereitgestellt.

[0068] Wie in Fig. 15 gezeigt, weist das Halbleiter-
element 3 der Halbleitervorrichtung A11 auf der Halb-
leiterschicht 32 bereitgestellte zweite Drahte 326
anstelle des ersten Drahts 325 in der obigen Ausflih-
rungsform auf. In Fig. 15 sind die Pfade der zweiten
Drahte 326 vereinfacht und durch gepunktete Linien
angedeutet. Die zweiten Drahte 326 sind nicht elekt-
risch mit einem von dem/der oben beschriebenen
Schaltkreis 321, Steuerschaltung 322 und Verdrah-
tungsschicht verbunden. In der vorliegenden
Variante sind die zweiten Drahte 326 an zwei Stellen
auf der ersten Seite und der zweiten Seite in der ers-
ten Richtung x bereitgestellt, die den zwei zweiten
Terminal-Bereichen 23, die in Bezug auf die ersten
Terminal-Bereiche 21 in der ersten Richtung x auf
der ersten Seite angeordnet sind, und den zwei zwei-
ten Terminal-Bereichen 23, die in Bezug auf die ers-
ten Terminal-Bereiche 21 in der ersten Richtung x auf
der zweiten Seite angeordnet sind, entsprechen.

[0069] Die ersten leitfahigen Bereiche 6 sind nicht
elektrisch mit einem von dem/der oben beschriebe-
nen Schaltkreis 321, Steuerschaltung 322 und Ver-
drahtungsschicht in der Halbleiterschicht 32 verbun-

den. Dementsprechend sind die ersten leitfahigen
Bereiche 6 von dem Schaltkreis 321 und der Steuer-
schaltung 322 (dem Schaltungsbereich) isoliert.
Andererseits sind die zwei ersten leitfahigen Berei-
che 6, die auf der ersten Seite in der ersten Richtung
x in Bezug auf die ersten Elektroden 33 angeordnet
sind, elektrisch mit einem der zweiten Drahte 326 auf
der Halbleiterschicht 32 verbunden. Die zwei ersten
leitfahigen Bereiche 6, die auf der zweiten Seite in
der ersten Richtung x in Bezug auf die ersten Elekt-
roden 33 angeordnet sind, sind elektrisch mit dem
anderen zweiten Draht 326 auf der Halbleiterschicht
32 verbunden.

[0070] Gemal der Halbleitervorrichtung A11 in der
vorliegenden Variante befinden sich die ersten leitfa-
higen Bereiche 6, die nicht elektrisch mit dem Schal-
tungsbereich verbunden sind, der die Funktion des
Halbleiterelements 3 durchfuhrt, jeweils naher an
einer Ecke des aus dem Versiegelungsharz 4 herge-
stellten Gehduses als die ersten Elektroden 33.
Somit ist die innere Spannung am Bondingabschnitt
jedes ersten leitfahigen Bereichs 6 mit einem der
zweiten Terminal-Bereiche 23 gréRer als am Bon-
dingabschnitt jeder ersten Elektrode 33 mit dem drit-
ten Hauptbereich 103 (der dritten vorderseitigen
Oberflache 113). Die ersten leitfahigen Bereiche 6
sind nicht mit dem Schaltkreis 321 (dem Schaltungs-
bereich), der die Funktion des Halbleiterelements 3
durchfihrt, verbunden und sind von diesem isoliert
und stellen keinen elektrisch leitfahigen Pfad fiir das
Halbleiterelement 3 dar. Dementsprechend kann die
innere Spannung am Bondingabschnitt jeder ersten
Elektrode 33, die elektrisch mit dem Schaltkreis 321
(dem Schaltungsbereich) verbunden ist, durch
Bereitstellen der ersten leitfahigen Bereiche 6 in der
Nahe einiger Ecken des Versiegelungsharzes 4 ver-
ringert werden. Dadurch |asst sich die Bondingzuver-
Iassigkeit des durch Flip-Chip-Montage bereitgestell-
ten Halbleiterelements 3 verbessern.

[0071] Bei der Halbleitervorrichtung A11 sind zwei
zweite Terminal-Bereiche 23 nahe den ersten Termi-
nal-Bereichen 21 auf der ersten Seite in der ersten
Richtung x angeordnet. Ferner sind zwei erste leitfa-
hige Bereiche 6 jeweils zwischen einem der zwei
zweiten Terminal-Bereiche 23 und der ersten Ele-
mentoberflaiche 320 der Halbleiterschicht 32 bereit-
gestellt. Bei der Halbleiterschicht 32 (dem Halbleiter-
element 3) ist ein zweiter Draht 326 elektrisch mit den
zwei ersten leitfahigen Bereichen 6 verbunden. Bei
einer solchen Konfiguration werden die zwei zweiten
Terminal-Bereiche 23, die jeweils mit den zwei ersten
leitfahigen Bereichen 6 verbunden sind, verwendet,
um den Pfad, der aus den zwei ersten leitfahigen
Bereichen 6 und dem zweiten Draht 326 zusammen-
gesetzt ist, elektrisch zu messen, wodurch eine
Anderung des Bondingzustands des Bondingab-
schnitts jedes ersten leitfahigen Bereichs 6 als Ande-
rung des Widerstandswerts erkannt werden kann.
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Dadurch lassen sich die Bondingzustéande der Bon-
dingabschnitte der zwei ersten leitfahigen Bereiche
6, die sich an der Ecke des aus dem Versiegelungs-
harz 4 hergestellten Gehauses auf der ersten Seite in
der ersten Richtung x und auf der ersten Seite in der
zweiten Richtung y befinden, Uberprifen. Dies flhrt
zu einer Verbesserung der Bondingzuverldssigkeit
der Halbleitervorrichtung A11 mit dem durch Flip-
Chip-Montage bereitgestellten Halbleiterelement 3.

[0072] In der vorliegenden Variante sind zwei zweite
Terminal-Bereiche 23 nahe den ersten Terminal-
Bereichen 21 auf der zweiten Seite in der ersten
Richtung x angeordnet. Ferner sind weitere zwei
erste leitfahige Bereiche 6, die von den oben
beschriebenen ersten leitfahigen Bereichen 6 ver-
schieden sind, jeweils zwischen einem der zwei
zweiten Terminal-Bereiche 23 und der ersten Ele-
mentoberflaiche 320 der Halbleiterschicht 32 bereit-
gestellt. Bei der Halbleiterschicht 32 (dem Halbleiter-
element 3) ist ein zweiter Draht 326 elektrisch mit den
zwei ersten leitfahigen Bereichen 6 verbunden. Bei
einer solchen Konfiguration werden die zwei zweiten
Terminal-Bereiche 23, die jeweils mit den zwei ersten
leitfahigen Bereichen 6 verbunden sind, verwendet,
um den Pfad aus den zwei ersten leitfahigen Berei-
chen 6 und dem zweiten Draht 326 elektrisch zu
messen, wodurch eine Anderung des Bondingzus-
tands des Bondingabschnitts jedes ersten leitfahigen
Abschnitts 6 als Anderung des Widerstandswerts
erkannt werden kann. Dadurch lassen sich die Bon-
dingzustande der Bondingabschnitte der zwei ersten
leitfahigen Bereiche 6, die sich an der Ecke des aus
dem Versiegelungsharz 4 hergestellten Gehauses
auf der zweiten Seite in der ersten Richtung x und
auf der ersten Seite in der zweiten Richtung y befin-
den, Uberprifen. Die Halbleitervorrichtung A11 weist
aulRerdem ahnliche Vorteile wie die der Halbleitervor-
richtung A10 in der obigen Ausfuhrungsform im Rah-
men der gleichen Konfiguration wie der der Halblei-
tervorrichtung A10 auf.

Zweite Ausflihrungsform:

[0073] Fig. 17 zeigt eine Halbleitervorrichtung A20
gemal einer zweiten Ausfihrungsform der vorlie-
genden Offenbarung. Fig. 17 ist eine Draufsicht, die
die Halbleitervorrichtung A20 zeigt. Zum besseren
Verstandnis sind in Fig. 17 das Halbleiterelement 3
und das Versiegelungsharz 4 gestrichelt dargestellt.
In Fig. 17 sind das Halbleiterelement 3 und das Ver-
siegelungsharz 4 durch imaginare Linien (Zweipunkt-
Strich-Linien) angedeutet.

[0074] Die Halbleitervorrichtung A20 der vorliegen-
den Ausfuhrungsform schliel3t dritte Drahte 327
anstelle des in der obigen Ausfiihrungsform auf der
Halbleiterschicht 32 (dem Halbleiterelement 3)
bereitgestellten ersten Drahts 325 ein. Die Pfade
der dritten Drahte 327 sind vereinfacht und durch

gepunktete Linien angedeutet. Jeder der dritten
Drahte 327 ist elektrisch mit einem der ersten leitfa-
higen Bereiche 6 und einer der ersten Elektroden 33
verbunden. In der vorliegenden Ausfuhrungsform
sind die dritten Drahte 327 an zwei Stellen auf der
ersten Seite und der zweiten Seite in der ersten Rich-
tung x bereitgestellt, die den zwei zweiten Terminal-
Bereichen 22, die auf der ersten Seite und der zwei-
ten Seite in der ersten Richtung x in Bezug auf die
ersten Terminal-Bereiche 21 angeordnet sind, ent-
sprechen. Der dritte Draht 327 auf der ersten Seite
in der ersten Richtung x ist elektrisch mit dem ersten
leitfahigen Bereich 6 auf der ersten Seite in der ers-
ten Richtung x und der ersten Elektrode 33, die sich
am Ende auf der ersten Seite in der ersten Richtung x
unter den ersten Elektroden 33 befindet, verbunden.
Der dritte Draht 327 auf der zweiten Seite in der ers-
ten Richtung x ist elektrisch mit dem ersten leitfahi-
gen Bereich 6 auf der zweiten Seite in der ersten
Richtung x und der ersten Elektrode 33, die sich am
Ende auf der zweiten Seite in der ersten Richtung x
unter den ersten Elektroden 33 befindet, verbunden.

[0075] Gemal der Halbleitervorrichtung A20 in der
vorliegenden Ausfuhrungsform befinden sich die ers-
ten leitfahigen Bereiche 6 jeweils naher an einer
Ecke des aus dem Versiegelungsharz 4 hergestell-
ten Gehauses als die ersten Elektroden 33. Somit
ist die innere Spannung am Bondingabschnitt jedes
ersten leitfahigen Bereichs 6 mit einem der zweiten
Terminal-Bereiche 22 gréRer als am Bondingab-
schnitt jeder ersten Elektrode 33 mit dem dritten
Hauptbereich 103 (der dritten vorderseitigen Oberfla-
che 113). Dementsprechend kann die innere Span-
nung am Bondingabschnitt jeder ersten Elektrode
33, die elektrisch mit dem Schaltkreis 321 (dem
Schaltungsbereich) verbunden ist, durch Bereitstel-
len der ersten leitfahigen Bereiche 6 in der Nahe eini-
ger Ecken des Versiegelungsharzes 4 verringert wer-
den. Dadurch Iasst sich die Bondingzuverlassigkeit
des durch Flip-Chip-Montage bereitgestellten Halb-
leiterelements 3 verbessern.

[0076] Bei der Halbleitervorrichtung A20 sind die
zwei zweiten Terminal-Bereiche 22 relativ zu den ers-
ten Terminal-Bereichen 21 auf der ersten Seite
beziehungsweise der zweiten Seite in der ersten
Richtung x angeordnet. Ferner sind die zwei ersten
leitfahigen Bereiche 6 jeweils zwischen einem der
zwei zweiten Terminal-Bereiche 22 und der ersten
Elementoberflache 320 der Halbleiterschicht 32
bereitgestellt. Eine solche Konfiguration kann die
innere Spannung der Bondingabschnitte der an den
jeweiligen Enden in der Ausrichtungsrichtung (der
ersten Richtung x) befindlichen ersten Elektroden
33 unter der Vielzahl von ersten Elektroden 33 ver-
ringern. Dies ist zur Verbesserung der Bondingzuver-
lassigkeit des Halbleiterelements 3 vorzuziehen.
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[0077] Die ersten Elektroden 33 sind in der ersten
Richtung x ausgerichtet. Jeder der ersten leitfahigen
Bereiche 6 Uberlappt sich in der ersten Richtung x
betrachtet mit den ersten Elektroden 33. Eine solche
Konfiguration kann die innere Spannung der Bondin-
gabschnitte der ersten Elektroden 33 wirksam verrin-
gern.

[0078] Die Halbleiterschicht 32 (das Halbleiterele-
ment 3) der Halbleitervorrichtung A20 weist einen
dritten Draht 327 auf, der elektrisch mit einem der
ersten leitfahigen Bereiche 6 und einer der ersten
Elektroden 33 verbunden ist. Bei einer solchen Kon-
figuration werden der mit dem ersten leitfahigen
Bereich 6 verbundene zweite Terminal-Bereich 22
und der mit der ersten Elektrode 33 elektrisch ver-
bundene erste Terminal-Bereich 21 verwendet, um
den Pfad des ersten leitfahigen Bereichs 6, der ers-
ten Elektrode 33 und des dritten Drahts 327 elekt-
risch zu messen, wodurch eine Anderung des Bon-
dingzustands des Bondingabschnitts des ersten
leitfahigen Bereichs 6 als Anderung des Wider-
standswerts erkannt werden kann. Dadurch lassen
sich die Bondingzustdnde der Bondingabschnitte
der zwei ersten leitfahigen Bereiche 6 uberprifen.
Dies flihrt zu einer Verbesserung der Bondingzuver-
Iassigkeit der Halbleitervorrichtung A20 mit dem
durch Flip-Chip-Montage bereitgestellten Halbleiter-
element 3.

[0079] Die Halbleitervorrichtung gemaf der vorlie-
genden Offenbarung ist nicht auf die vorstehenden
Ausfiihrungsformen beschrankt. An den spezifischen
Konfigurationen der Elemente der Halbleitervorrich-
tung gemaf der vorliegenden Offenbarung kénnen
verschiedene Konstruktionsdnderungen vorgenom-
men werden.

[0080] Obwohl die obigen Ausfiihrungsformen
anhand eines Beispiels beschrieben wurden, bei
dem die ersten Seitenoberflachen 212 der ersten
Terminal-Bereiche 21 bundig mit der ersten Harzsei-
tenoberflache 431 sind, ist die vorliegende Offenba-
rung nicht hierauf beschrankt. Beispielsweise kann
jeder der ersten Terminal-Bereiche 21 (die ersten
Seitenoberflachen 212) eine Form aufweisen, die
von dem Versiegelungsharz 4 nach auf3en hervor-
steht. Alternativ kann ein Abschnitt der Spitze jedes
ersten Terminal-Bereichs 21 in der zweiten Richtung
y und ein Abschnitt des Versiegelungsharzes 4 um
den Abschnitt der Spitze herum weggeschnitten wer-
den, sodass sich die erste Seitenoberflache 212 in
Dickenrichtung z betrachtet von der ersten Harzsei-
tenoberflache 431 aus einwarts von dem Versiege-
lungsharz 4 befindet. Die zweite Seitenoberflache
223 und die dritte Seitenoberflache 224 jedes zwei-
ten Terminal-Bereichs 22 kdnnen auf die gleiche
Weise variiert werden wie die oben beschriebenen
ersten Seitenoberflachen 212 der ersten Terminal-
Bereiche 21. Jeder der zweiten Terminal-Bereich e

22 (die zweiten Seitenoberflachen 223 und die dritten
Seitenoberflachen 224) kann eine Form aufweisen,
die von dem Versiegelungsharz 4 nach auf’en her-
vorsteht. Alternativ kann sich jede der zweiten Sei-
tenoberflachen 223 in Dickenrichtung z betrachtet
von der ersten Harzseitenoberflache 431 aus ein-
warts von dem Versiegelungsharz 4 befinden, und
jede der dritten Seitenoberflachen 224 kann sich in
Dickenrichtung z betrachtet von der zweiten Harzsei-
tenoberflache 433 (434) aus einwarts von dem Ver-
siegelungsharz 4 befinden.

[0081] Obwohl die obigen Ausfihrungsformen die
Konfiguration beschreiben, bei der die zweiten Termi-
nal-Bereiche 22 und die mit den zweiten Terminal-
Bereichen 22 verbundenen ersten leitfahigen Berei-
che 6 an den Ecken des Versiegelungsharzes 4 auf
der ersten Seite in der zweiten Richtung y und an den
jeweiligen Seiten in der ersten Richtung x angeord-
net sind, kdnnen ein zweiter Terminal-Bereich 22 und
ein erster leitfahiger Bereich 6 an jeder der vier
Ecken des Versiegelungsharzes 4 angeordnet sein.

[0082] Die vorliegende Offenbarung schlie3t die in
den folgenden Klauseln beschriebenen Ausfiih-
rungsformen ein.

Klausel 1.

[0083] Halbleitervorrichtung, aufweisend:

einen Anschluss, der eine vorderseitige Oberfla-
che einschlieft, die in Dickenrichtung einer ers-
ten Seite zugewandt ist;

ein Halbleiterelement, das einen Schaltungsbe-
reich, eine der vorderseitigen Oberflache in
Dickenrichtung zugewandte erste Elementober-
flache und eine Vielzahl von ersten Elektroden
einschliel’t, die auf der ersten Elementoberfla-
che bereitgestellt sind, wobei die Vielzahl von
ersten Elektroden mit der vorderseitigen Ober-
flache verbunden sind;

ein Versiegelungsharz, das einen Abschnitt des
Anschlusses und des Halbleiterelements
bedeckt; und

einen ersten leitfahigen Bereich,

wobei der Anschluss eine Vielzahl von ersten
Terminal-Bereichen, die in einer ersten Richtung
senkrecht zur Dickenrichtung ausgerichtet sind,
und einen zweiten Terminal-Bereich einschliel3t,
der in der ersten Richtung ndher an einem Ende
des Versiegelungsharzes angeordnet ist als die
Vielzahl von ersten Terminal-Bereichen,

jede der Vielzahl von ersten Elektroden elekt-
risch mit dem Schaltungsbereich verbunden ist,

jeder der Vielzahl von ersten Terminal-Berei-
chen Uber mindestens eine der Vielzahl von ers-

13/30



DE 11 2022 006 058 TS5 2025.03.06

ten Elektroden elektrisch mit dem Schaltungs-
bereich verbunden ist,

der erste leitfahige Bereich zwischen dem zwei-
ten Terminal-Bereich und der ersten Element-
oberflache eingefiigt und mit dem zweiten Ter-
minal-Bereich und der ersten
Elementoberflache verbunden ist und

der erste leitfahige Bereich von dem Schal-
tungsbereich isoliert ist.

Klausel 2.

[0084] Halbleitervorrichtung nach Klausel 1, wobei
der Anschluss zwei zweite Terminal-Bereiche ein-
schlielt, die in der ersten Richtung relativ zu der Viel-
zahl von ersten Terminal-Bereichen jeweils auf einer
ersten Seite beziehungsweise einer zweiten Seite
angeordnet sind, und

die Halbleitervorrichtung ferner zwei erste leitfahige
Bereiche aufweist, die jeweils zwischen einem der
zwei zweiten Terminal-Bereiche und der ersten Ele-
mentoberfliche angeordnet sind.

Klausel 3.

[0085] Halbleitervorrichtung nach Klausel 2, wobei
das Halbleiterelement einen ersten Draht ein-
schliefl3t, der elektrisch mit den zwei ersten leitfahi-
gen Bereichen verbunden ist.

Klausel 4.

[0086] Halbleitervorrichtung nach einer der Klauseln
1 bis 3, wobei jeder der Vielzahl von ersten Terminal-
Bereichen eine erste Montageoberflache, die in
Dickenrichtung einer zweiten Seite zugewandt ist,
und eine erste Seitenoberflache einschlief3t, die
einer zweiten Richtung senkrecht zu der Dickenrich-
tung und der ersten Richtung zugewandt ist, und

die erste Montageoberflache und die erste Seiten-
oberflache von dem Versiegelungsharz freiliegen.

Klausel 5.

[0087] Halbleitervorrichtung nach Klausel 4, wobei
das Versiegelungsharz eine erste Harzseitenoberfla-
che einschlief3t, die sich an einem Ende in der zwei-
ten Richtung befindet und der zweiten Richtung
zugewandt ist, und

die erste Seitenoberflache bundig mit der ersten
Harzseitenoberflache ist oder sich in Dickenrichtung
betrachtet von der ersten Harzseitenoberflache aus
einwarts von dem Versiegelungsharz befindet.

Klausel 6.
[0088] Halbleitervorrichtung nach Klausel 5, wobei

der zweite Terminal-Bereich eine zweite Montage-
oberflache, die in Dickenrichtung einer zweiten

Seite zugewandt ist, eine zweite Seitenoberflache,
die der zweiten Richtung zugewandt ist, und eine
dritte Seitenoberflache einschlielt, die der ersten
Richtung zugewandt ist, und

die zweite Montageoberflache, die zweite Seiten-
oberflache und die dritte Seitenoberflache von dem
Versiegelungsharz freiliegen.

Klausel 7.

[0089] Halbleitervorrichtung nach Klausel 6, wobei
das Versiegelungsharz eine zweite Harzseitenober-
flache einschlielt, die sich an einem Ende in der ers-
ten Richtung befindet und der ersten Richtung zuge-
wandt ist, wobei die zweite Seitenoberflache blindig
mit der ersten Harzseitenoberflache ist oder sich in
Dickenrichtung betrachtet von der ersten Harzseiten-
oberflache aus einwarts von dem Versiegelungsharz
befindet und

die dritte Seitenoberflache bindig mit der zweiten
Harzseitenoberflache ist oder sich in Dickenrichtung
betrachtet von der zweiten Harzseitenoberflache aus
einwarts von dem Versiegelungsharz befindet.

Klausel 8.

[0090] Halbleitervorrichtung nach einer der Klauseln
1 bis 7, wobei die Vielzahl von ersten Elektroden in
der ersten Richtung ausgerichtet sind.

Klausel 9.

[0091] Halbleitervorrichtung nach Klausel 8, wobei
sich der erste leitfahige Bereich in der ersten Rich-
tung betrachtet mit der Vielzahl von ersten Elektro-
den Uberlappt.

Klausel 10.

[0092] Halbleitervorrichtung nach Klausel 1, wobei
der Anschluss zwei zweite Terminal-Bereiche ein-
schlief’t, die in der ersten Richtung relativ zu der Viel-
zahl von ersten Terminal-Bereichen in der Nahe einer
ersten Seite angeordnet sind,

die Halbleitervorrichtung ferner zwei erste leitfahige
Bereiche aufweist, die jeweils zwischen einem der
zwei zweiten Terminal-Bereiche und der ersten Ele-
mentoberflache angeordnet sind, und

das Halbleiterelement einen zweiten Draht ein-
schlie3t, der elektrisch mit den zwei ersten leitfahi-
gen Bereichen verbunden ist.

Klausel 11.

[0093] Halbleitervorrichtung nach Klausel 10, wobei
jeder der Vielzahl von ersten Terminal-Bereichen
eine erste Montageoberflache, die in Dickenrichtung
einer zweiten Seite zugewandt ist, und eine erste
Seitenoberflache einschlief3t, die einer zweiten Rich-
tung senkrecht zu der Dickenrichtung und der ersten
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Richtung zugewandt ist, und
die erste Montageoberfliche und die erste Seiten-
oberflache von dem Versiegelungsharz freiliegen.

Klausel 12.

[0094] Halbleitervorrichtung nach Klausel 11, wobei
das Versiegelungsharz eine erste Harzseitenoberfla-
che einschlielt, die sich an einem Ende in der zwei-
ten Richtung befindet und der zweiten Richtung
zugewandt ist, und

die erste Seitenoberflache blindig mit der ersten
Harzseitenoberflache ist oder sich in Dickenrichtung
betrachtet von der ersten Harzseitenoberflache aus
einwarts von dem Versiegelungsharz befindet.

Klausel 13.

[0095] Halbleitervorrichtung nach Klausel 12, wobei
jeder der zweiten Terminal-Bereiche eine dritte Mon-
tageoberflache, die in Dickenrichtung zur zweiten
Seite weist, und eine vierte Seitenoberflache ein-
schlie3t, die in die erste Richtung oder die zweite
Richtung weist, und

die dritte Montageoberflache und die vierte Seiten-
oberflache von dem Versiegelungsharz freiliegen.

Klausel 14.

[0096] Halbleitervorrichtung nach Klausel 13, wobei
das Versiegelungsharz eine zweite Harzseitenober-
flache einschlief3t, die sich an einem Ende in der ers-
ten Richtung befindet und der ersten Richtung zuge-
wandt ist, und die vierte Seitenoberflache blindig mit
einer von der ersten Harzseitenoberflache und der
zweiten Harzseitenoberflache ist oder sich in Dicken-
richtung betrachtet von einer von der ersten Harzsei-
tenoberflache und der zweiten Harzseitenoberflache
aus einwarts von dem Versiegelungsharz befindet.

Klausel 15.

[0097] Halbleitervorrichtung, aufweisend:

einen Anschluss, der eine vorderseitige Oberfla-
che einschlief3t, die in Dickenrichtung einer ers-
ten Seite zugewandt ist;

ein Halbleiterelement, das einen Schaltungsbe-
reich, eine der vorderseitigen Oberflache in
Dickenrichtung zugewandte erste Elementober-
flache und eine Vielzahl von ersten Elektroden
einschliel’t, die auf der ersten Elementoberfla-
che bereitgestellt sind, wobei die Vielzahl von
ersten Elektroden mit der vorderseitigen Ober-
flache verbunden sind; und

ein Versiegelungsharz, das einen Abschnitt des
Anschlusses und des Halbleiterelements
bedeckt,

wobei der Anschluss eine Vielzahl von ersten
Terminal-Bereichen, die in einer ersten Richtung
senkrecht zu der Dickenrichtung ausgerichtet
sind, und einen zweiten Terminal-Bereich ein-
schlief3t, der in der ersten Richtung naher an
einem Ende des Versiegelungsharzes angeord-
net ist als die Vielzahl von ersten Terminal-
Bereichen,

jede der Vielzahl von ersten Elektroden elekt-
risch mit dem Schaltungsbereich verbunden ist,

jeder der Vielzahl von ersten Terminal-Berei-
chen uber mindestens eine der Vielzahl von ers-
ten Elektroden elektrisch mit dem Schaltungs-
bereich verbunden ist,

die Halbleitervorrichtung ferner einen zweiten
leitfahigen Bereich einschliel3t, der zwischen
dem dritten Terminal-Bereich und der ersten
Elementoberflache eingefiigt und mit dem zwei-
ten Terminal-Bereich und der ersten Element-
oberflache verbunden ist, und

das Halbleiterelement einen dritten Draht ein-
schlielt, der elektrisch mit einer der Vielzahl
von ersten Elektroden und dem zweiten leitfahi-
gen Bereich verbunden ist.

BEZUGSZEICHEN

[0098] A10, A11, A20: Halbleitervorrichtung 1:
Anschluss 10: Hauptbereich 101: Erster Hauptbe-
reich 102: Zweiter Hauptbereich 103: Dritter Haupt-
bereich 104: Vierter Hauptbereich 105: Funfter
Hauptbereich 11: Vorderseitige Oberflache 111:
Erste vorderseitige Oberflache 112: Zweite vorder-
seitige Oberflache 113: Dritte vorderseitige Oberfla-
che 114: Vierte vorderseitige Oberflache 115: Fiinfte
vorderseitige Oberflache 12: Riickseitige Oberflache
121: Erste rickseitige Oberflache 122: Zweite riick-
seitige Oberflache 21: Erster Terminal-Bereich 211:
Erste Montageoberflaiche 212: Erste Seitenoberfla-
che 22: Zweiter Terminal-Bereich 221: Erstreckungs-
abschnitt 222: Zweite Montageoberflache 223:
Zweite Seitenoberflache 224: Dritte Seitenoberflache
23: Zweiter Terminal-Bereich 231: Erstreckungsab-
schnitt 232: Dritte Montageoberflache 233: Vierte
Seitenoberflache 25, 26, 27, 28: Terminal-Bereich
251, 261, 271, 281: Montageoberflache 252, 262,
272, 282: Seitenoberflache 3: Halbleiterelement 31:
Halbleitersubstrat 32: Halbleiterschicht 320: Erste
Elementoberflache 321: Schaltkreis 322: Steuer-
schaltung 325: Erster Draht 326: Zweiter Draht 327:
Dritter Draht 33: Erste Elektrode 331: Bondingschicht
34, 35: Elektrode 4: Versiegelungsharz 41: Vorder-
seitige Harzoberflache 42: Riickseitige Harzoberfla-
che 431, 432: Erste Harzseitenoberflache 433, 434:
Zweite Harzseitenoberflache 43, 444: Zweite Harz-
zwischenoberflache 451, 452: Erste Harzinnensei-
tenoberflache 453, 454: Zweite Harzinnenseiteno-
berflache 6: Erster leitfahiger Bereich 61:

15/30



DE 11 2022 006 058 TS5 2025.03.06

Bondingschicht x: Erste Richtung y: Zweite Richtung
z: Dickenrichtung

Patentanspriiche

1. Halbleitervorrichtung, aufweisend:
einen Anschluss, der eine vorderseitige Oberflache
einschliel®t, die in Dickenrichtung einer ersten Seite
zugewandt ist;
ein Halbleiterelement, das einen Schaltungsbereich,
eine der vorderseitigen Oberflache in Dickenrich-
tung zugewandte erste Elementoberfliche und
eine Vielzahl von ersten Elektroden einschlieRt, die
auf der ersten Elementoberflache bereitgestellt sind,
wobei die Vielzahl von ersten Elektroden mit der
vorderseitigen Oberflache verbunden sind; und
ein Versiegelungsharz, das einen Abschnitt des
Anschlusses und des Halbleiterelements bedeckt;
und
einen ersten leitfahigen Bereich,
wobei der Anschluss eine Vielzahl von ersten Termi-
nal-Bereichen, die in einer ersten Richtung senk-
recht zu der Dickenrichtung ausgerichtet sind, und
einen zweiten Terminal-Bereich einschlief3t, der in
der ersten Richtung naher an einem Ende des Ver-
siegelungsharzes angeordnet ist als die Vielzahl von
ersten Terminal-Bereichen,
jede der Vielzahl von ersten Elektroden elektrisch
mit dem Schaltungsbereich verbunden ist,
jeder der Vielzahl von ersten Terminal-Bereichen
Uber mindestens eine der Vielzahl von ersten Elekt-
roden elektrisch mit dem Schaltungsbereich verbun-
den ist,
der erste leitfahige Bereich zwischen dem zweiten
Terminal-Bereich und der ersten Elementoberflache
eingefigt und mit dem zweiten Terminal-Bereich
und der ersten Elementoberfliche verbunden ist
und
der erste leitfahige Bereich von dem Schaltungsbe-
reich isoliert ist.

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, wobei
der Anschluss zwei zweite Terminal-Bereiche ein-
schlie3t, die in der ersten Richtung relativ zu der
Vielzahl von ersten Terminal-Bereichen jeweils auf
einer ersten Seite und einer zweiten Seite angeord-
net sind, und die Halbleitervorrichtung ferner zwei
erste leitfahige Bereiche aufweist, die jeweils zwi-
schen einem der zwei zweiten Terminal-Bereiche
und der ersten Elementoberflache angeordnet sind.

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 2, wobei
das Halbleiterelement einen ersten Draht ein-
schlief3t, der elektrisch mit den zwei ersten leitfahi-
gen Bereichen verbunden ist.

4. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspri-
che 1 bis 3, wobei jeder der Vielzahl von ersten Ter-
minal-Bereichen eine erste Montageoberflache, die
in Dickenrichtung einer zweiten Seite zugewandt ist,

und eine erste Seitenoberflache einschlief3t, die in
eine zweite Richtung senkrecht zu der Dickenrich-
tung und der ersten Richtung zugewandt ist, und
die erste Montageoberflaiche und die erste Seiten-
oberflache von dem Versiegelungsharz freiliegen.

5. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 4, wobei
das Versiegelungsharz eine erste Harzseitenober-
flache einschlief’t, die sich an einem Ende in der
zweiten Richtung befindet und der zweiten Richtung
zugewandt ist, und die erste Seitenoberflache bin-
dig mit der ersten Harzseitenoberflache ist, oder
sich in Dickenrichtung betrachtet von der ersten
Harzseitenoberflache aus einwéarts von dem Versie-
gelungsharz befindet.

6. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 5, wobei
der zweite Terminal-Bereich eine zweite Montage-
oberflache, die in Dickenrichtung einer zweiten
Seite zugewandt ist, eine zweite Seitenoberflache,
die der zweiten Richtung zugewandt ist, und eine
dritte Seitenoberflache einschlielt, die der ersten
Richtung zugewandt ist, und die zweite Montage-
oberflache, die zweite Seitenoberflache und die
dritte Seitenoberflache von dem Versiegelungsharz
freiliegen.

7. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 6, wobei
das Versiegelungsharz eine zweite Harzseitenober-
flache einschlief3t, die sich an einem Ende in der
ersten Richtung befindet und der ersten Richtung
zugewandt ist,
wobei die zweite Seitenoberflache bindig mit der
ersten Harzseitenoberflache ist oder sich in Dicken-
richtung betrachtet von der ersten Harzseitenober-
flache aus einwarts von dem Versiegelungsharz
befindet,
und wobei die dritte Seitenoberflache blindig mit der
zweiten Harzseitenoberflache ist oder sich in
Dickenrichtung betrachtet von der zweiten Harzsei-
tenoberflache aus einwarts von dem Versiegelungs-
harz befindet.

8. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspri-
che 1 bis 7, wobei die Vielzahl von ersten Elektro-
den in der ersten Richtung ausgerichtet sind.

9. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 8, wobei
sich der erste leitfahige Bereich in der ersten Rich-
tung betrachtet mit der Vielzahl von ersten Elektro-
den Uberlappt.

10. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1,
wobei der Anschluss zwei zweite Terminal-Bereiche
einschlielt, die in der ersten Richtung relativ zu der
Vielzahl von ersten Terminal-Bereichen in der Nahe
einer ersten Seite angeordnet sind,
wobei die Halbleitervorrichtung ferner zwei erste leit-
fahige Bereiche aufweist, die jeweils zwischen
einem der beiden zweiten Terminal-Bereiche und

16/30



DE 11 2022 006 058 TS5 2025.03.06

der ersten Elementoberfldche angeordnet sind, und
das Halbleiterelement einen zweiten Draht ein-
schliel’t, der elektrisch mit den zwei ersten leitfahi-
gen Bereichen verbunden ist.

11. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 10,
wobei jeder der Vielzahl von ersten Terminal-Berei-
chen eine erste Montageoberflache einschliel’t, die
in Dickenrichtung einer zweiten Seite zugewandt ist,
und eine erste Seitenoberflache, die in eine zweite
Richtung senkrecht zu der Dickenrichtung und der
ersten Richtung weist, und die erste Montageober-
flache und die erste Seitenoberflache von dem Ver-
siegelungsharz freiliegen.

12. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 11,
wobei das Versiegelungsharz eine erste Harzseiten-
oberflache einschliet, die sich an einem Ende in
der zweiten Richtung befindet und der zweiten Rich-
tung zugewandt ist, und die erste Seitenoberflache
bindig mit der ersten Harzseitenoberflache ist oder
sich in Dickenrichtung betrachtet von der ersten
Harzseitenoberflache aus einwarts von dem Versie-
gelungsharz befindet.

13. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 12,
wobei jeder der zweiten Terminal-Bereiche eine
dritte Montageoberflache, die in Dickenrichtung der
zweiten Seite zugewandt ist, und eine vierte Seiten-
oberflache einschlielt, die der ersten Richtung oder
der zweiten Richtung zugewandt ist, und die dritte
Montageoberflache und die vierte Seitenoberflache
von dem Versiegelungsharz freiliegen.

14. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 13,
wobei das Versiegelungsharz eine zweite Harzsei-
tenoberflache einschlielt, die sich an einem Ende
in der ersten Richtung befindet und der ersten Rich-
tung zugewandt ist, und die vierte Seitenoberflache
bindig mit einer von der ersten Harzseitenoberfla-
che und der zweiten Harzseitenoberflache ist oder
sich in Dickenrichtung betrachtet von einer von der
ersten Harzseitenoberflache und der zweiten Harz-
seitenoberflaiche aus einwarts von dem Versiege-
lungsharz befindet.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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